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      Fermi-Dirac (BC)

 Complemento a 1 di Fermi-Dirac (BV)

Caso intrinseco  puro
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Origine delle concentrazioni in BC e in BV:

"Code" delle distribuzioni di Fermi-Dirac a 0

            coda dist. Fermi-Dirac * densita' stati in BC
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Livello di Fermi nel semiconduttore intrinseco:
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Dipendenza da  delle concentrazioni intrinseche:
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In presenza di impurita' (v.dopo):

Spostamento del livello diFermi

Cambiamento delle popolazioni nelle code  delle distribuzioni

Non cambiano le espressioni delle concentrazioni, solo 
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Ricordo di Chimica: 

[H2]
2 · [O2] 

 
[H2O]2 

 =  K(T, p) 

   

 

Prodotto np indipendente dalla presenza di droganti 
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Donori e accettori Interamente ionizzati

Spostamento livello di Fermi

Drogaggio :
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